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3. 信頼性の向上

1. 電源の高効率を実現 2. 素子温度上昇低減

低 VF化により従来品に対して導通損失を約 18%低減することが
可能。さらなる電源の高効率・小型化・高密度化に貢献。

従来品に対して全温度範囲で低VF化（従来比約18% 低減 )を達成。
素子温度の上昇を低減し、ヒートシンクの小型化に貢献。

製品系列

低 VF化と高サージ耐量 (IFSM) の両立を実現。
IFSM保証値は従来品 50Aに対して82Aに向上 (64%アップ )
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従来製品から第２世代
SiC-SBD に置き換える
だけで素子の温度上昇
を18℃低減
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VF  – Tj

Application : Telecom power supply,
Circuit : PFC + LLC (Exchanged PFC Diode)
Input : 200V AC 50Hz / Output : 48V DC, PFC fsw=70kHz, 
PFC Diode : 650V/10A
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